
UKD 621.382.2 

NORMA BRANŻOWA 
BN-81 

, 

3375-35.02 
ELEMENTY Diody typu PÓŁPRZEWODNIKOWE 

BB 104, BB 104B, BB 104G , 

Grupa katalogowa 1923 

c} bardzo wysokiej jakości: 

DIODA BB 104B/4 BN-81/3375-35.02 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę szczegóło­

we wymagania i badania dotyczęce krzemowych, podwójnych 

(połęczonych przeciwsobnle) diod pojemnościowych typu 

BB 104, BB 104B i BB 104G wykonanych technologię epi-

planarnę w obudowie plastykowej, przeznaczonych do 

3. Cechowanie diod powinno zawierać następujęce dar." 

a} oznaczenie typu (podtypu), 

sprzętu powszechnego u!ytku oraz do urzędzeń wymagaję-
b} oznakowanie dodatkowe dla diod wysokiej bardzo 

cych zastosowań element6w o wysokiej i bardzo 

jakości • 

wysokiej 
wysokiej jakości. Diody wysokiej jakości powinny być zna­

kowane cyfrę 3, a diody bardzo wysokiej jakości cyfrę 4 u-

Diody przeznaczone sę głównie do stosowania w obwo-
mieszczonę po oznacze!"iu typu. 

dach wejściowych głowicy UKF w odbiornikach mdiowych. 

Kategoria klimatyczna - wg PN-73/E-04550 dla diod: 

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzeń diod - wg rys.l i 

tabl.!. Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta 
, 

- standardowej jakośc', (poziom jakości l) - 40/100/10, 
I 

- wysokiej jakości (poziom jakości III) - 40/100/21, 

- bardzo wysokiej jakości (poziom 

40/100/56. 

2. Przykład oznaczenia diod: 

a} standardowej jakości: 

jakości 

DIODA BB 1048 BN-81/33?5-35.02 

b} wysokiej jakości: 

DIODA BB 1048/3 BN-81/3375-35.02 

IV) 

- CE 34. 

E 

I 

'<I: 

..... 

C 

Tablica l. Wymiary obudowy CE 34 

Symbol Wymiary, mm Symbol 
wymiaru wymiaru 

min typ max 

A - - 4 E 

Al - - 5,3 e 

B 1,75 - 1,85 j 

b 0,65 - 0,75 L 

C O, 17 - 0,22 Z 

D - - 7,5 -

. 

.--_~D __ ,..., 

B 

e e 

Rys. ,. Obudowa CE 34 

Wymiary, mm 

min typ 

- -

- 2,54 

1 , 1 -
2,3 -

- -

- -

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 

max 

2,3 

-

1,3 

4,2 

1, 25 

-

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych 
UNITRA-ELEKTRON dnia 30 listopada 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1982 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 1/1982 poz. 2 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982. D,uk. Wyd. No,m. W-wo. A,k. wyd. O,7~ NokI. 2400+~5 Zom.251182 Cena 'lI 12,00 



2 B~81/3375-35.02 

5. Badania w grupie A, B, C D - wg BN-80/3375-35. 00 

P. 5. 1. 

cl badania grupy'B, C i D - wg tabl. 3, 

dl parametry elektryczne sprawdzane w czasie po ba­

daniach grupy B, C i D - wg tabl. 4, 
6. Wymagania szczegółowe do badań grupy A. B, C i D 

al badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiarów: b, e 

L wg rys, 1 i tabl. 1, 

el liczność próbki w badaniach grupy C D-50 sztuk. 

bl badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 - wg tabl. 2, 7. Pozostałe postanowienia - wg BN-80/3375-35. 00. 

Podgru 

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4 i C2 

• 
Rodzaj Kontrolowa- Metoda pomiaru 

Wartości graniczne 

Jed-
badania Warunki pa ny wg pomiaru 

badań parametr PN-74/T -01504 
nostka BB 104 BB 1048 BB 104G 

min max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

UIBRI 
ark. 04 l = 10 !-lA V 32 - 32 - 32 -R 

Sprawdze-
nie podsta- I

R 
ark. 56 U R = 30 V nA - 50 - 50 - 50 

A2 wowych pa-

C2 rametrów 
elektrycz- Ctot ark. 
nych 

58 U R =3V,f=IM1-'z pF 34 42 37 42 34 39 

C tot (3vl 
ark. 58 

U = 3 V 

C tot( 30vl 
R - 2,5 2,8 2,5 2,8 2,5 2,8 

U =30 V n 
f = 1 MHz 

Sprawdze-

A3 nie drugo-
ark. 70 

U = 3 V fi 0,4 
rzędnych T. R . - - 0,4 - 0,4 

C2 parametrów f = 50 MHz 

elekt rycznych 

Sprawdze-
nie parame-

A4 trów elek- In ark. 56 UR = 30 V !JA - 1,2 - 1,2 - 1,2 

trycznych 

w tumb = 
= 600 C 

Tablica 3. Wymagania szczegółowe do badań grupy B, C D 

Podgrupa badań Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 

1 2 3 

Sprawdzenie wytrzymałości mechan i cznej próba Ua1 ; obci ę,żenie 5 N 

Bl, CI 
,wyprowadzeń 

Sprawdzenie szczelności próba Ql, kondycjonowani e ci eczę, 

B3, C9 
Sprawdzenie wytrzymałości na spadki Położenie diody w czasie spadania: 

swobodne wyprowadzeniami do góry 

B4 
Sprawdzenie wytrzymałości na udary mocowanie za obudowę 
wielokrotne 

B5, C5 
Sprawdzenie wytrzymałości na nagłe 

TA 
0_ 

T B 
100 Oc ~ -40 '-', = 

zmi any temperatury 

Sprawdzenie odporności na narażenia metoda badania el 

B6, C6 elektryczne wg PN-78/T-01515 tabl. 5 
U

R
=30V, 

o 
tamb=IOO C 

I 



BN-81/3375-35.02 3 

cd. tabl.3 

Podgrupa badań Rodzaj badania Wymagani" szczegółowe -------
1 2 3 o. -

Sprawdzenie parametrów elektr ycznych wg labl. 2 
_ ... -

C2 Sprawdzen ie odporn-~Jś"i na slJche gOI"'ęco t amb = 100 Oc 
max 

Sprawdzenie odporno&c i na zimno t amb min ~ -40 Oc 

C3 Sprawdzenie masy wyrobu ma sa wyrobu - 0,3 g ._-
I Sprawdzenie wytrzymałości na przy~piesze- trzy wzajemnie prostopadłe kierunki 

f 
nia sta łe pr"obiercze, mocowanie za obudowę 

._----------_.-
Spr-dvvdzenie wytrzymałości ;la udary po-

I jedyncze (d l a poziomu jakości I ) 
mocowanie za ob udowę , 

C4 Sprawdzenie wytrzymałości na udary wielo-

krotne (dla poziomu jakości III i IV) 
- -

Sprawdzen ie wytrozymałosci na wibrację o sta-
łej częstotliwości (d l a poziomu jakośc i I ) 

mocowanie za obudowę 
~. 

S prawdzen i e wytr zyrnałości na w:bracje o 
z miennej częs t ot liwości ( dla poziomu jakości 

III i IV) 0_-
C5 Sprawdzenie wytrzyma łośc i na ciepło l uto- temperatura kępiel i 350 Oc 

wania 
r-

C7 Sprawdzenie wytr;;ymałosci na zimno o-t = -40 C 
stg m i n 

CS Sprawdzenie wytrzymałości na suche goręco tstgmax ~ 
100 Oc 

, . ___ o 

-

C10 Sprawdzenie wymiarów wg ry,; . 1 i tablo l 

----------_. ._-~ . 

Dl 
Sp.a1tłdzenie odporności r ' C:) ni s i-de ciśnien i e 

i 
temper-atu ra r, arażenia 25 Oc 

atmosferyczne 0 ___ - - --
02 S prawdzenie odporności na rozpus ,~czalniki alkoho l etylowy lub acelon 

-- . ! 
-~_._-_._--

D3 Spr awdzen i e pa I ności wg PN-7SjT-01515 załęczni:, " "o, P. 4 . .> 

! - .. __ 0_- --.. _0---1 
D4 Spl"awdzenie wytrzymałości p l '~5ń brak p orO'itu p leśni na po badaniu 

- 0_,0' - - '--" 
0 ____ -

05 Spr-awdzenie wytrzymałości ~'1o mgłę solnę I położenie diod!' dc.w o lne 

- _o 

~Iica 4. Parametr"y e l e~J!"yczne sprawdzane w czasie po badan iach grupy B, CJ. D (pozio'"!'.J....Jll_i_I.~.L 

i --~. ._------
/ Wartości gr-an iczne Ozna- Metoda 

czenie pomiaru Warunki pomi aru 
Podgruoa Jednos t O_I ____ o _ ___ ~.----__ -_ .00 __ ___ ._--:1 

Lp. 
badań ka , BB lGc'ł BD !04G BB 104B parame- wg 

tru PN-74/ 

. _o_o I min_I 

--
" T -01504 mai{ min f Olaox min n'aJ<. 

----~. __ . --
l 2 3 4 5 fi 7 8 9 Hl 11 12 

. . ----~-_." 

Un 
~ 30 V, t amb ~ 25 

o 
C B6, C6 nA - 100 - 100 - 100 

-
Bl, 84, B5 

1 In ark. 56 UH ~ 30 V, t" 
o 

- 25 C CI, C4, C5 nA - 50 - SO - 50 arII 

Dl,OJ C7, CS, 

Vn ~ 30 V , 
o CZ\) poA tamb=lOO C .- 10 - lO - JO -_ ....... 



BN-81/3375-35.02 

cd. tabl.4 

Ozna- Metoda Wartości graniczne 
czenie pom iaru 

Warunki pomiaru 
Podgrupa Jednost-

Lp. parame- wg badań ka SB 104 
tru PN-74/ 

• T-01504 min max . 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 UF ark. 57 IF 
o 

C2 1) - 100mA,t ·- ·-40 C omb V - 2,2 

U - 3 V I- I MHz Bl, B4, B6 
R ' 3 Cror ark. 58 o pF 34 42 

tamb- 25 C CI, C4, C5, C6 

U R - , 3 V, f-50 MHz, B6, C6 - 0,5 
4 T, ark. 70 o fi 

t amb - 25 C 
B5, C4, C5 . - 0,4 

1) W czasie badanie. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Naukowo-Produkcyj­

ne Centrum P6ł'przewodników, Warszaw". 

3. Symbol KTM wyrobu; 

SB 104 - 1156151301000 

BB 10.4B - 1 1 561 51 30 1 025 

SB 104G - 11561513Pl018 2. Normy zwlazane 

BB 104G BB 1049 

min max min max 

9 10 11 12 

- 2,2 - 2,2 

34 39 37 42 

- 0,5 - 0,5 

- 0,4 - 0,4 

PN-73/E-0455O Wyroby elektrotechniczne. Próby środo­

wiskowe 
4. Wartości dopuszczalne - wg tabl. 1-1. 

PN-74/T -01504.00 Elementy półprzewodnikowe. Metody 

pomieru parametrów tranzystorów i diod. Postanowie­

nie ogólne 

PN-75/T -01504.56 Diody. Pomiar pr{ldu wstecznego I R 

PN-75/T -01504.57 Diody. Pomiar napięcia przewodzenia 

UF 

PN-75/T-01504.58 Diody. Pomiar pojemności C r 

PN-78/T -01504. '7Cr Diody o 2:miennej pojemności (warika­

pyl. Pomiar szeregowej rezystancji i zastępczej T, 
metod{l mostkow{l 

PN-78/T -01515 Elementy pÓłprzewodnikowe. Ogólne wy-

maganie i bedanie 

BN-80/3375-35.00 Diody pojemnościowe. Wymagania I ba­

denia. Postanowienia ogólne 

Lp. 

1 

2 

3 

4 

5 

Ozna-
czenle 
para-
metru 

U
R 

.~ I 
F 

t:J 

tst" 

taml> 

Tablica 1- 1 

Nazwa Jed-
Wartości parametru 

parametru nos tka BB BB 
BB104 

104G 1049 
Napięcie 

V 30 30 30 wsteczne 

Pr{ld przewo-
mA 100 100 100 dzenia 

Temperatura Oc 100 100 100 
zł{lcza 

Temperatura Oc -40 .. +100 
przechowywani a 

Temperatura 
Oc otoczenia w cza- -40 .. +100 

sie pracy 



Informacje dodatkowe do BN-81/3375-35. 02 

5. Dane charakterystyczne - wg rys. 1-1 1-2 oraz tabl. 1.-2. 
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Rys. 1-1. Zależność stosunku pojemności od napięcia Rys. 1-2. Zależnoś'ć wsp6łczynnika temperaturowego po-

jemności od napięcia 

= C (UR= 30 V) - f (UR) 
tot 

~Ctot 

Tablica 1_2 

Wartości 

Oznaczenie parametru Nazwa param.etru Warunki pomiaru 
Jednost- parametru 

Lp. ka 
. min typ max 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 U IBRI 
Napięcie przebicia l = 10 

R 
~A V 32 - -

2 IR Pręd wsteczny U
R 

= 30 V nA - - 50 

BB 104 34 - 42 

C tot 
Pojemność 

U
R 

=3V BB 104G pF 34 - 39 
3 

BB 104B 37 - 42 

U R = 30 V, 1= 1 MHz - 14 -

C tot (3V) Stosunek pojemności 
U R = 3 V, U

R 
~ 30 V 

2,5 2,65 2,8 4 -
C tot (30V) 

1= 1 MHz 

S Ts 
Szeregowa rezystancja 

U R = 3 V, I = 50 MHz n - 0,3 0,4 
zastępcza 

6 Q Dobroć U
R 

=3 V, 1= 100 MHz - - 135 -

7 ~Ctot Wsp6łczynnik temperaturowy 
U R = 3 V, I = 1 MHz 11ft/ Oc 0,04 --

C ~t 
pojemności 

tOI 

Selekcja wg wartości pojemności na zam6wienie odbiorcy. 


